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１．概要（Summary） 

GaN は異種基板上に成長される多く、高品質の GaN

基板は得られがたいのが現状である。GaN の高品質化

には SiO2 などを用いた選択横方向成長による高品質化

が有効であることが分かっている[1,2]。我々は、GaN 基

板のような高品質で厚膜成長におけるELO成長を行い、

数 100 mのストライプ形状のパターン周期が最適である

ことを見出してきた[3]。しかしながら、そのパターンの最適

形状は未解明であった。今回、フォトマスクの設計につい

て可能なマスクパターンと描画装置での必要な時間につ

いて相談いただいた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー描画装置 

【実験方法】 

GaN の結晶品質改善のための選択成長に必要なマス

クパターンを設計し、そのパターン作製がレーザー描画

装置にて可能かどうか技術指導を行っていただいた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1はELO成長のためのパターニング形状を示した

ものである。従来のラインパターンをヘキサゴナルパター

ンへ変更を考えてのものである。レーザー描画装置にて

描画可能であることを確認いただいた。また、実際に描画

した際にかかる時間と予想される技術代講の金額につい

て相談いただいた。今回は予算の都合上見送らせていた

だいたが、今後の実験方針と研究の方向性を確認するこ

とができた。 

 

 

Fig.1 Design of hexagonal SiO2 mask by laser 

lithography system 
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